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แสดงแพทเทิรนการเลี้ยวแม่น'ของรังสิเอ็ก,ร ั

ฟิล์มบาง CISP12 ก่อนการนอนนีล...................................

แสดงแพทเทิรันการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็ก,ร ั

ฟ ิล ์มบาง CISP06 แอนนีลที่ T=400°c นาน 0.5 ซม...........

แสดงแพทเทรันการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กร่โ

ฟิล์มบาง CISP42 แอนนีลที่ T=400°c น า น 1.0ซม...........

แสดงแพทเทรันการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กล์

ฟิล์มบาง CISP13 แอนนีลที่ T=400°c น า น 1.5ซม...........

แสดงแพทเทิรันการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอ็ก{

ฟิล์มบาง CISP15 แอนนีลที่ T=400°c น า น 3.0ชม...........

แสดงแพทเทิรันการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กๆโ

ฟิล์มบาง CISP43 แอนนีลที่ T=400°c นาน 3.5 ชม..........

แสดงแพทเทิรันการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอ็ก,{

ฟิล์มบาง CISAA1 Tsub=250°c lse=32 A Se=1 shot/quartz.

แสดงแพทเทํรันการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอ็ก•ร

ฟิล์มบาง CISAB1 Tsub=300°c lse=32 A Se=1 shot/quartz.

แสดงแพทเทิรันการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอก'ล์

ฟิล์มบาง CISAC1 Tsub=350°c lse=32 A Se=1 shot/quartz.

แสดงแพทเทรันการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กๆโ

ฟิล์มบาง CISAD1 Tsub=400°c lse=32 A Se=1 shot/quartz.

แสดงแพทเทิรันการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอ็ก'ๆโ

ฟิล์มบาง CISAH1 Tsub=300°c lse=34 A Se=1 shot/quartz.

แสดงแพทเทํรันการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอ็ก'ล์

ฟิล์มบาง CISAG1 Tsub=300°c lse=36 A Se=1 shot/quartz
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แสดงแพทIทิร์นการเลี้ยวเบน'ของรังสีเอ็ก1ๆโ

ฟิล์มบาง CISAF1 Tsub=300°c lse=32 A Se=2 shot/quartz.....

แสดงแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสิเอ็กซ่’

ฟิล์มบาง CISAJ1 Tsub=300°c lse=34 A Se=2 shot/quartz.....

แสดงแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสิเอ็ก,!โ

ฟิล์มบาง CISAI า Tsub=300°c lse=36 A Se=2 shot/quartz......

แสดงลัมประสิทธี่การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAA1 Tsub=250°c lse=32 A Se=1 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธี่'การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAB1 Tsub=300°c lse=32 A Se=1 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธึ๋'การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง Cl SAC 1 Tsub=350°c lse=32 A Se=1 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธิ,'การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAD1 Tsub=400°c lse=32 A Se=1 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธึ๋'การดูดกลืนแลงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAH1 Tsub=300°c lse=34 A Se=1 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธิ้การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAG1 Tsub=300°c lse=36 A Se=1 shot/quartz 

แสดงลัมประสิทธิ้การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAF1 Tsub=300°c lse=32 A Se=2 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธิ,'การดูดกลืนแสงและซ่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAJ1 Tsub=300°c lse=34 A Se=2 shot/quartz. 

แสดงลัมประสิทธึ๋การดูดกลืนแสงและช่องว่างแถบพลังงาน 

ของฟิล์มบาง CISAI1 Tsub=300°c lse=36 A Se=2 shot/quartz..
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